Badanie elementow potpr zewodnikowych (dioda, tranzystor)
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|. BADANIE DIOD POLPRZEWODNIKOWYCH

1. Charakterystyki statyczne diod po6tprzewodnikowych w kierunku przewodzenia
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2. Charakterystyki statyczne diod p6tprzewodnikowych w kierunku zaporowym

a) dioda germanowai dioda krzemowa
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Il. BADANIE TRANZYSTOROW BIPOLARNYCH

a) Wyznaczanie charakterystyki wyjsciowej tranzystora:
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b) Wyznaczanie charakterystyki przejsciowej tranzystora:
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podpis prowadzgcego



